
(57)【要約】

【課題】Ｓｉ結晶膜の表面の自然酸化に起因したＳｉ結

晶膜での導電性の低下によって生じる問題が解消された

半導体装置を提供する。

【解決手段】ＳｉＧｅ結晶膜基板２上には、チャネル領

域として機能するＳｉ結晶膜４ｂが形成されている。ま

た、Ｓｉ結晶膜４ｂの上には、チャネル領域として機能

するＳｉＧｅ結晶膜４ａが形成されている。また、Ｓｉ

Ｇｅ結晶膜４ａおよびＳｉ結晶膜４ｂの両側には、ソー

ス／ドレイン領域として機能するＳｉ結晶膜３が形成さ

れている。また、ＳｉＧｅ結晶膜４ａ上には、ゲート絶

縁膜５を介してゲート電極６が形成されている。前述の

構成によれば、ＳｉＧｅ結晶膜４ａがＳｉ結晶膜４ｂの

自然酸化を抑制する。

【選択図】　　　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
電 子 が 流 れ る 導 電 性 部 と 、
該 導 電 性 部 の 下 面 に 接 す る こ と に よ り 、 該 導 電 性 部 を 構 成 す る 半 導 体 に 格 子 歪 を 生 じ さ せ
て 、 該 導 電 性 部 を 流 れ る 電 子 の 移 動 度 を 向 上 さ せ る 移 動 度 向 上 部 と 、 前 記 半 導 体 基 板 の 表
面 を 構 成 し な が ら 前 記 導 電 性 部 の 上 面 を 覆 う こ と に よ り 、 前 記 導 電 性 領 域 が 自 然 酸 化 さ れ
る こ と を 抑 制 す る 機 能 を 有 す る 酸 化 抑 制 部 と を 有 す る 半 導 体 基 板 を 備 え た 、 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 酸 化 抑 制 部 は 、 該 導 電 性 部 を 流 れ る 電 子 の 移 動 度 を 向 上 さ せ る 機 能 を 有 す る 、 請 求 項
１ に 記 載 の 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 酸 化 抑 制 部 と 前 記 移 動 度 向 上 部 と は 同 じ 組 成 の 物 質 に よ り 構 成 さ れ て い る 、 請 求 項 １
に 記 載 の 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
第 １ Ｓ ｉ Ｇ ｅ 層 上 に 形 成 さ れ 、 電 子 が 移 動 す る Ｓ ｉ 層 と 、
該 Ｓ ｉ 層 上 に 該 Ｓ ｉ 層 に 接 し て 形 成 さ れ 、 か つ 、 表 面 層 を 構 成 す る 第 ２ Ｓ ｉ Ｇ ｅ 層 と を 有
す る 半 導 体 基 板 を 備 え た 、 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 Ｓ ｉ 層 お よ び 前 記 第 ２ Ｓ ｉ Ｇ ｅ 層 が ト ラ ン ジ ス タ の チ ャ ネ ル 領 域 と し て 用 い ら れ た 、
請 求 項 ４ に 記 載 の 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 チ ャ ネ ル 領 域 上 に 形 成 さ れ た ゲ ー ト 絶 縁 膜 を 備 え 、
該 ゲ ー ト 絶 縁 膜 が 高 誘 電 体 膜 で あ る 、 請 求 項 ４ に 記 載 の 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 Ｓ ｉ 層 お よ び 前 記 第 ２ Ｓ ｉ Ｇ ｅ 層 が ト ラ ン ジ ス タ の ソ ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 と し て 用 い
ら れ た 、 請 求 項 ４ ～ ６ の い ず れ か に 記 載 の 半 導 体 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は 、 半 導 体 基 板 を 備 え た 半 導 体 装 置 に 関 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
半 導 体 基 板 を 備 え た 半 導 体 装 置 の 一 例 の 半 導 体 を 用 い た ト ラ ン ジ ス タ と し て は 、 Ｄ Ｒ Ａ Ｍ
（ Ｄ ｙ ｎ ａ ｍ ｉ ｃ 　 Ｒ ａ ｎ ｄ ｏ ｍ 　 Ａ ｃ ｃ ｅ ｓ ｓ 　 Ｍ ｅ ｍ ｏ ｒ ｙ ） の ト ラ ン ジ ス タ が 広 く
知 ら れ て い る 。 図 ５ は 、 従 来 の Ｄ Ｒ Ａ Ｍ の ト ラ ン ジ ス タ の 断 面 図 で あ る 。 図 ５ に 示 す 従 来
の Ｄ Ｒ Ａ Ｍ の ト ラ ン ジ ス タ は 次 の よ う な 構 造 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
従 来 の ト ラ ン ジ ス タ は 、 半 導 体 基 板 １ 上 の ｐ 型 不 純 物 を 含 む Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 基 板 ２ が 形 成
さ れ て い る 。 ま た 、 Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 基 板 ２ 上 に は 、 チ ャ ネ ル 領 域 と し て 機 能 す る ｐ 型 不 純
物 を 含 む Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ が 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ の 両 側 に は 、 ソ ー ス ／ ド レ
イ ン 領 域 と し て 機 能 す る ｎ 型 不 純 物 を 含 む Ｓ ｉ 結 晶 膜 ３ が 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 Ｓ ｉ 結
晶 膜 ４ 上 に は 、 ゲ ー ト 絶 縁 膜 ５ を 介 し て ゲ ー ト 電 極 ６ が 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
前 述 の Ｓ ｉ 結 晶 膜 ３ 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ 、 ゲ ー ト 絶 縁 膜 ５ お よ び ゲ ー ト 電 極 ６ に よ り ｎ チ ャ ネ
ル ト ラ ン ジ ス タ ７ が 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
上 記 従 来 の ト ラ ン ジ ス タ に お い て は 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ は 、 Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 基 板 ２ 上 に 形 成 さ
れ て い る 。 そ の た め 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ に 格 子 歪 み が 生 じ て い る 。 そ れ に よ り 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４
中 を 流 れ る 電 子 の 移 動 度 が 向 上 し て い る 。 つ ま り 、 従 来 の ト ラ ン ジ ス タ は 、 Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶
膜 基 板 ２ 上 に 形 成 さ れ た Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ を 、 チ ャ ネ ル 領 域 を 構 成 す る 材 料 と し て 利 用 す る こ

10

20

30

40

50

(2) JP 2004-79887 A 2004.3.11



と に よ っ て 、 ド レ イ ン 電 流 を 大 き く し て い る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
な お 、 従 来 技 術 で は 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ は 、 半 導 体 基 板 内 に 形 成 さ れ 、 電 子 が 流 れ る 導 電 性 部
の 一 例 と し て 記 載 さ れ て い る と と も に 、 Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ２ は 、 導 電 性 部 の 下 面 に 接 す る こ
と に よ り 、 導 電 性 部 を 構 成 す る 半 導 体 に 格 子 歪 を 生 じ さ せ て 、 そ の 導 電 性 部 を 流 れ る 電 子
の 移 動 度 を 向 上 さ せ る 移 動 度 向 上 部 の 一 例 と し て 記 載 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
上 記 従 来 の ト ラ ン ジ ス タ は 、 チ ャ ネ ル 領 域 と し て の Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ の 表 面 が ゲ ー ト 絶 縁 膜 に
接 触 す る 構 造 で あ る 。 し た が っ て 、 ゲ ー ト 絶 縁 膜 ５ を 形 成 す る 段 階 に お い て 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜
４ の 表 面 が 外 側 に 露 出 し て い る 。 そ の た め 、 導 電 性 部 の 一 例 の Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ の 表 面 に 自 然
酸 化 膜 等 が 形 成 さ れ 易 い 構 造 と な っ て い る 。 こ の た め 、 ゲ ー ト 絶 縁 膜 ５ を 形 成 し た 後 に ゲ
ー ト 絶 縁 膜 ５ の 存 在 に 起 因 し て Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ の 表 面 が 酸 化 さ れ る 。 そ の 結 果 、 ゲ ー ト 絶 縁
膜 ５ 自 体 の 誘 電 率 が 低 下 す る 。 そ れ に よ り 、 ゲ ー ト 電 極 に 電 圧 を 印 加 し た 場 合 に 、 Ｓ ｉ 結
晶 膜 ４ に 形 成 さ れ る チ ャ ネ ル 領 域 が 不 完 全 な も の と な っ て し ま う 。 そ の 結 果 、 所 望 の ド レ
イ ン 電 流 を 得 る こ と が で き な い と い う 問 題 が 発 生 す る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
ま た 、 従 来 の ト ラ ン ジ ス タ で は 、 ソ ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 と し て の Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ の 表 面 と 、
ソ ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 に 電 流 を 流 す 導 電 性 部 材 （ た と え ば 、 コ ン タ ク ト プ ラ グ ） と が 接 触
し て い る 。 こ の 導 電 性 部 材 を 形 成 す る 段 階 に お い て も 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ の 表 面 が 外 側 に 露 出
し て い る 。 そ の た め 、 従 来 の ト ラ ン ジ ス タ は 、 導 電 性 部 の 一 例 の Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ の 表 面 に 自
然 酸 化 膜 等 が 形 成 さ れ 易 く な っ て い る 。 こ の た め 、 導 電 性 部 材 と ソ ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 と
し て の Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ と の 間 の コ ン タ ク ト 抵 抗 が 増 加 す る 。 そ の 結 果 、 ト ラ ン ジ ス タ 動 作 速
度 が 低 下 す る と い う 問 題 が 発 生 す る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
本 発 明 は 、 上 述 の よ う な 問 題 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ り 、 そ の 目 的 は 、 導 電 性 部 の 表 面
の 自 然 酸 化 に 起 因 し た 導 電 性 部 で の 導 電 性 の 低 下 に よ っ て 生 じ る 問 題 が 解 消 さ れ た 半 導 体
装 置 を 提 供 す る こ と で あ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
他 の 目 的 は 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 の 表 面 の 自 然 酸 化 に 起 因 し た Ｓ ｉ 結 晶 膜 で の 導 電 性 の 低 下 に よ っ
て 生 じ る 問 題 が 解 消 さ れ た 半 導 体 装 置 を 提 供 す る こ と で あ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
本 発 明 の 一 の 局 面 の 半 導 体 装 置 は 、 半 導 体 基 板 を 備 え て い る 。 半 導 体 基 板 は 、 電 子 が 流 れ
る 導 電 性 部 と 、 導 電 性 部 の 下 面 に 接 す る こ と に よ り 、 導 電 性 部 を 構 成 す る 半 導 体 に 格 子 歪
を 生 じ さ せ て 、 導 電 性 部 を 流 れ る 電 子 の 移 動 度 を 向 上 さ せ る 移 動 度 向 上 部 と 、 半 導 体 基 板
の 表 面 を 構 成 し な が ら 導 電 性 部 の 上 面 を 覆 う こ と に よ り 、 導 電 性 領 域 が 自 然 酸 化 さ れ る こ
と を 抑 制 す る 機 能 を 有 す る 酸 化 抑 制 部 と を 有 し て い る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
上 記 の 構 成 に よ れ ば 、 半 導 体 基 板 の 表 面 層 が 自 然 酸 化 さ れ に く い 酸 化 抑 制 部 に よ り 構 成 さ
れ て い る た め 、 半 導 体 基 板 の 表 面 層 が 自 然 酸 化 さ れ る こ と に 起 因 し て 生 じ る 問 題 が 解 消 さ
れ る 。 ま た 、 移 動 度 向 上 部 の 影 響 に よ り 格 子 歪 が 生 じ て い る 導 電 部 を 電 子 が 移 動 す る た め
、 電 子 の 移 動 度 が 向 上 す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
ま た 、 酸 化 抑 制 部 は 、 導 電 性 部 を 流 れ る 電 子 の 移 動 度 を 向 上 さ せ る 機 能 を 有 し て い る こ と
が 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ４ 】
上 記 の 構 成 に よ れ ば 、 導 電 部 で の 電 子 の 移 動 度 が さ ら に 向 上 す る 。
ま た 、 酸 化 抑 制 部 と 移 動 度 向 上 部 と は 同 じ 組 成 の 物 質 に よ り 構 成 さ れ て い る こ と が 好 ま し
い 。

10

20

30

40

50

(3) JP 2004-79887 A 2004.3.11



【 ０ ０ １ ５ 】
上 記 の 構 成 に よ れ ば 、 酸 化 抑 制 部 に も 導 電 部 に 格 子 歪 を 生 じ さ せ る 機 能 が 備 え ら れ て い る
た め 、 電 子 の 移 動 度 を 低 下 さ せ る お そ れ が 低 い 。
【 ０ ０ １ ６ 】
本 発 明 の 他 の 局 面 の 半 導 体 装 置 は 、 第 １ Ｓ ｉ Ｇ ｅ 層 上 に 形 成 さ れ た Ｓ ｉ 層 と 、 Ｓ ｉ 層 上 に
Ｓ ｉ 層 に 接 し て 形 成 さ れ 、 か つ 、 表 面 層 を 構 成 す る 第 ２ Ｓ ｉ Ｇ ｅ 層 と を 有 す る 半 導 体 基 板
を 備 え て お り 、 Ｓ ｉ 層 を 電 子 が 移 動 す る 態 様 で 用 い ら れ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
上 記 の 構 成 に よ れ ば 、 半 導 体 基 板 の 表 面 層 が 自 然 酸 化 さ れ に く い 第 ２ Ｓ ｉ Ｇ ｅ 層 に よ り 構
成 さ れ て い る た め 、 半 導 体 基 板 の 表 面 層 が 自 然 酸 化 さ れ る こ と に 起 因 し て 生 じ る 問 題 が 解
消 さ れ る 。 ま た 、 第 １ Ｓ ｉ Ｇ ｅ 層 の 影 響 に よ り 格 子 歪 が 生 じ て い る Ｓ ｉ 層 を 電 子 が 移 動 す
る た め 、 電 子 の 移 動 度 は 低 下 し な い 。 さ ら に 、 Ｓ ｉ 層 の 表 面 に 設 け ら れ て い る の は 、 Ｓ ｉ
層 に 格 子 歪 が 生 じ さ せ る 第 １ Ｓ ｉ Ｇ ｅ 層 で あ る た め 、 電 子 の 移 動 度 を 低 下 さ せ る お そ れ が
低 い 。
【 ０ ０ １ ８ 】
ま た 、 Ｓ ｉ 層 お よ び 第 ２ Ｓ ｉ Ｇ ｅ 層 は 、 ト ラ ン ジ ス タ の チ ャ ネ ル 領 域 と し て 用 い ら れ て も
よ い 。
【 ０ ０ １ ９ 】
上 記 の 構 成 に よ れ ば 、 ゲ ー ト 絶 縁 膜 と チ ャ ネ ル 領 域 と が 接 触 す る こ と に 起 因 し た チ ャ ネ ル
領 域 の 自 然 酸 化 が 抑 制 さ れ る た め 、 チ ャ ネ ル 領 域 の 自 然 酸 化 に 起 因 し た ド レ イ ン 電 流 の 低
下 が 抑 制 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
ま た 、 本 発 明 の 他 の 局 面 の 半 導 体 装 置 は 、 チ ャ ネ ル 領 域 上 に 形 成 さ れ た ゲ ー ト 絶 縁 膜 を 備
え 、 ゲ ー ト 絶 縁 膜 が 高 誘 電 体 膜 で あ っ て も よ い 。
【 ０ ０ ２ １ 】
上 記 の 構 成 に よ れ ば 、 自 然 酸 化 に よ る 性 能 の 低 下 が 著 し い 高 誘 電 体 膜 の 自 然 酸 化 を 抑 制 す
る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
ま た 、 Ｓ ｉ 層 お よ び 第 ２ Ｓ ｉ Ｇ ｅ 層 は 、 ト ラ ン ジ ス タ の ソ ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 と し て 用 い
ら れ て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
上 記 の 構 成 に よ れ ば 、 ソ ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 の 表 面 の 自 然 酸 化 が 抑 制 さ れ る た め 、 ソ ー ス
／ ド レ イ ン 領 域 と ソ ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 に 接 続 さ れ る 導 電 性 部 材 と の 間 で の コ ン タ ク ト 抵
抗 の 増 加 を 抑 制 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
以 下 、 図 １ ～ 図 ４ を 用 い て 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 の 半 導 体 装 置 を 説 明 す る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
（ 実 施 の 形 態 １ ）
ま ず 、 図 １ を 用 い て 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 １ の 半 導 体 装 置 を 説 明 す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
図 １ に 示 す よ う に 、 本 実 施 の 形 態 の 半 導 体 装 置 は 、 半 導 体 基 板 １ 上 に ｐ 型 不 純 物 を 含 む Ｓ
ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 基 板 ２ が 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 基 板 ２ 上 に は 、 チ ャ ネ ル 領
域 と し て 機 能 す る ｐ 型 不 純 物 を 含 む Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ ｂ が 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜
４ ｂ の 上 に は 、 チ ャ ネ ル 領 域 と し て 機 能 す る ｐ 型 不 純 物 を 含 む Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ４ ａ が 形 成
さ れ て い る 。 ま た 、 Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ４ ａ お よ び Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ ｂ の 両 側 に は 、 ソ ー ス ／ ド レ
イ ン 領 域 と し て 機 能 す る ｎ 型 不 純 物 を 含 む Ｓ ｉ 結 晶 膜 ３ が 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 Ｓ ｉ Ｇ
ｅ 結 晶 膜 ４ ａ 上 に は 、 ゲ ー ト 絶 縁 膜 ５ を 介 し て ゲ ー ト 電 極 ６ が 形 成 さ れ て い る 。 な お 、 Ｓ
ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ４ ａ は 極 薄 膜 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
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前 述 の Ｓ ｉ 結 晶 膜 ３ 、 Ｓ ｉ Ｇ ｅ ４ ａ 、 Ｓ ｉ ４ ｂ 、 ゲ ー ト 絶 縁 膜 ５ お よ び ゲ ー ト 電 極 ６ に よ
り 、 ｎ チ ャ ネ ル ト ラ ン ジ ス タ ７ が 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
上 記 本 実 施 の 形 態 の 半 導 体 装 置 に よ れ ば 、 チ ャ ネ ル 領 域 の 表 面 に は 、 自 然 酸 化 さ れ に く い
Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ４ ａ が 用 い ら れ て い る 。 し た が っ て 、 チ ャ ネ ル 領 域 の 表 面 に 自 然 酸 化 膜 を
形 成 す る こ と な く 、 ゲ ー ト 絶 縁 膜 ５ を 形 成 す る こ と が で き る 。 そ の 結 果 、 ゲ ー ト 絶 縁 膜 の
誘 電 率 の 低 下 を 抑 制 す る こ と が で き る 。 故 に 、 ゲ ー ト 電 極 に 電 圧 を 印 加 し た と き に 、 チ ャ
ネ ル 領 域 が 不 完 全 な も の と な る こ と が 抑 制 さ れ る 。 し た が っ て 、 ト ラ ン ジ ス タ は 、 所 望 の
ド レ イ ン 電 流 を 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
ま た 、 上 記 本 実 施 の 形 態 の 半 導 体 装 置 は 、 チ ャ ネ ル 領 域 に は 、 格 子 歪 み の あ る Ｓ ｉ 結 晶 膜
４ ｂ が 形 成 さ れ て い る 。 そ の た め 、 チ ャ ネ ル 領 域 を 流 れ る 電 子 の 移 動 度 を 低 下 さ せ る こ と
な く 、 所 望 の ド レ イ ン 電 流 を 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
さ ら に 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ３ の 表 面 に 設 け ら れ て い る の は 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ３ に 格 子 歪 が 生 じ さ せ る
Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ４ ａ で あ る た め 、 電 子 の 移 動 度 を 低 下 さ せ る お そ れ が 低 い 。
【 ０ ０ ３ １ 】
（ 実 施 の 形 態 ２ ）
次 に 、 図 ２ を 用 い て 本 発 明 の 実 施 の 形 態 ２ の 半 導 体 装 置 を 説 明 す る 。 図 ２ に 示 す よ う に 、
本 実 施 の 形 態 の 半 導 体 装 置 は 、 半 導 体 基 板 １ 上 に ｐ 型 不 純 物 を 含 む Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 基 板 ２
が 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 基 板 ２ 上 に は 、 チ ャ ネ ル 領 域 と し て 機 能 す る ｐ
型 不 純 物 を 含 む Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ ｂ が 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ ｂ の 上 に は 、 チ ャ
ネ ル 領 域 と し て 機 能 す る ｐ 型 不 純 物 を 含 む Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ４ ａ が 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、
Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ４ ａ お よ び Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ ｂ の 両 側 に は 、 ソ ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 と し て 機 能
す る 、 ｎ 型 不 純 物 を 含 む Ｓ ｉ 結 晶 膜 ３ ｂ と Ｓ ｉ 結 晶 膜 ３ ｂ の 上 に 位 置 す る ｎ 型 不 純 物 を 含
む Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ３ ａ と が 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ４ ａ 上 に は 、 ゲ ー ト 絶
縁 膜 ５ を 介 し て ゲ ー ト 電 極 ６ が 形 成 さ れ て い る 。 な お 、 ｐ 型 不 純 物 を 含 む Ｓ ｉ Ｇ ｅ の 結 晶
膜 ４ ａ は 極 薄 膜 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
前 述 の Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ３ ａ 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ３ ｂ 、 Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ４ ａ 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ ｂ 、 ゲ
ー ト 絶 縁 膜 ５ お よ び ゲ ー ト 電 極 ６ に よ り 、 ｎ チ ャ ネ ル ト ラ ン ジ ス タ ７ が 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
上 記 本 実 施 の 形 態 の 半 導 体 装 置 に よ れ ば 、 チ ャ ネ ル 領 域 の 表 面 に は 、 自 然 酸 化 さ れ に く い
Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ４ ａ が 用 い ら れ て い る 。 し た が っ て 、 実 施 の 形 態 １ の 半 導 体 装 置 と 同 様 に
、 ト ラ ン ジ ス タ は 、 所 望 の ド レ イ ン 電 流 を 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
ま た 、 上 記 本 実 施 の 形 態 の 半 導 体 装 置 は 、 チ ャ ネ ル 領 域 に は 、 格 子 歪 み の あ る Ｓ ｉ 結 晶 膜
４ ｂ が 形 成 さ れ て い る 。 そ の た め 、 チ ャ ネ ル 領 域 を 流 れ る 電 子 の 移 動 度 を 低 下 さ せ る こ と
な く 、 所 望 の ド レ イ ン 電 流 を 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
さ ら に 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ ｂ の 表 面 に 設 け ら れ て い る の は 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ ｂ に 格 子 歪 を 生 じ さ
せ る Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ４ ａ で あ る た め 、 電 子 の 移 動 度 を 低 下 さ せ る お そ れ が 低 い 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
ま た 、 本 実 施 の 形 態 の 半 導 体 装 置 は 、 ソ ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 の 表 面 に 自 然 酸 化 さ れ に く い
Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ３ ａ が 用 い ら れ て い る 。 そ の た め 、 ソ ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 の 表 面 に 自 然 酸
化 膜 を 形 成 す る こ と な く 、 ソ ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 表 面 に 直 接 導 電 性 部 材 を 接 続 す る こ と が
で き る 。 そ の 結 果 、 ソ ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 と ソ ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 に 接 続 さ れ た 導 電 性 部
材 と の 間 で の コ ン タ ク ト 抵 抗 の 増 加 を 抑 制 す る こ と が で き る 。 し た が っ て 、 ト ラ ン ジ ス タ
の 動 作 速 度 の 低 下 が 抑 制 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
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ま た 、 Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ３ ａ の 比 抵 抗 は Ｓ ｉ 結 晶 膜 ３ ｂ に 比 べ 桁 違 い に 低 い 。 そ の た め 、 ソ
ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 の 抵 抗 を 十 分 に 低 下 さ せ る こ と が で き る 。 し た が っ て 、 ト ラ ン ジ ス タ
の 動 作 の 高 速 化 を 促 進 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
さ ら に 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ３ ｂ の 表 面 に 設 け ら れ て い る の は 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ３ ｂ に 格 子 歪 が 生 じ さ
せ る Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ３ ａ で あ る た め 、 電 子 の 移 動 度 を 低 下 さ せ る お そ れ が 低 い 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
（ 実 施 の 形 態 ３ ）
次 に 、 図 ３ を 用 い て 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 ３ の 半 導 体 装 置 を 説 明 す る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
図 ３ に 示 す よ う に 、 本 実 施 の 形 態 の 半 導 体 装 置 は 、 半 導 体 基 板 １ 上 に ｎ 型 不 純 物 を 含 む Ｓ
ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 基 板 ２ が 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 基 板 ２ 上 に は 、 チ ャ ネ ル 領
域 と し て 機 能 す る ｎ 型 不 純 物 を 含 む Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ ｂ が 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜
４ ｂ の 上 に は 、 チ ャ ネ ル 領 域 と し て 機 能 す る ｎ 型 不 純 物 を 含 む Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ４ ａ が 形 成
さ れ て い る 。 ま た 、 Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ４ ａ お よ び Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ ｂ の 両 側 に は 、 ソ ー ス ／ ド レ
イ ン 領 域 と し て 機 能 す る ｐ 型 不 純 物 を 含 む Ｓ ｉ 結 晶 膜 ３ が 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 Ｓ ｉ Ｇ
ｅ の 結 晶 膜 ４ ａ 上 に は 、 ゲ ー ト 絶 縁 膜 ５ を 介 し て ゲ ー ト 電 極 ６ が 形 成 さ れ て い る 。 な お 、
ｎ 型 不 純 物 を 含 む Ｓ ｉ Ｇ ｅ の 結 晶 膜 ４ ａ は 極 薄 膜 で あ る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
前 述 の Ｓ ｉ 結 晶 膜 ３ 、 Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ４ ａ 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ ｂ 、 ゲ ー ト 絶 縁 膜 ５ お よ び ゲ ー
ト 電 極 ６ に よ り 、 Ｐ チ ャ ネ ル ト ラ ン ジ ス タ ７ が 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
す な わ ち 、 本 実 施 の 形 態 の 半 導 体 装 置 は 、 実 施 の 形 態 １ の 半 導 体 装 置 と 比 較 し た 場 合 に 、
ｎ 型 と ｐ 型 と が 逆 に な っ て い る こ と 以 外 相 違 点 は な い 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
上 記 本 実 施 の 形 態 の 半 導 体 装 置 に よ れ ば 、 実 施 の 形 態 １ の 半 導 体 装 置 と 同 様 に 、 チ ャ ネ ル
領 域 の 表 面 に は 、 自 然 酸 化 さ れ に く い Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ４ ａ が 用 い ら れ て い る 。 し た が っ て
、 チ ャ ネ ル 領 域 の 表 面 に 自 然 酸 化 膜 を 形 成 す る こ と な く 、 ゲ ー ト 絶 縁 膜 ５ を 形 成 す る こ と
が で き る 。 そ の 結 果 、 ゲ ー ト 絶 縁 膜 の 誘 電 率 の 低 下 を 抑 制 す る こ と が で き る 。 故 に 、 ゲ ー
ト 電 極 に 電 圧 を 印 加 し た と き に 、 チ ャ ネ ル 領 域 が 不 完 全 な も の と な る こ と が 抑 制 さ れ る 。
し た が っ て 、 ト ラ ン ジ ス タ は 、 所 望 の ド レ イ ン 電 流 を 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
ま た 、 上 記 本 実 施 の 形 態 の 半 導 体 装 置 は 、 実 施 の 形 態 １ の 半 導 体 装 置 と 同 様 に 、 チ ャ ネ ル
領 域 に は 、 格 子 歪 み の あ る Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ ｂ が 形 成 さ れ て い る 。 そ の た め 、 チ ャ ネ ル 領 域 を
流 れ る 電 子 の 移 動 度 を 低 下 さ せ る こ と な く 、 所 望 の ド レ イ ン 電 流 を 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
さ ら に 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ ｂ の 表 面 に 設 け ら れ て い る の は 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ ｂ に 格 子 歪 が 生 じ さ
せ る Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ４ ａ で あ る た め 、 電 子 の 移 動 度 を 低 下 さ せ る お そ れ が 低 い 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
（ 実 施 の 形 態 ４ ）
次 に 、 図 ４ を 用 い て 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 ４ の 半 導 体 装 置 を 説 明 す る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
図 ４ に 示 す よ う に 、 本 実 施 の 形 態 の 半 導 体 装 置 は 、 半 導 体 基 板 １ 上 に ｎ 型 不 純 物 を 含 む Ｓ
ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 基 板 ２ が 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 基 板 ２ 上 に は 、 チ ャ ネ ル 領
域 と し て 機 能 す る ｎ 型 不 純 物 を 含 む Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ ｂ が 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜
４ ｂ の 上 に は 、 チ ャ ネ ル 領 域 と し て 機 能 す る ｎ 型 不 純 物 を 含 む Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ４ ａ が 形 成
さ れ て い る 。 ま た 、 Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ４ ａ お よ び Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ ｂ の 両 側 に は 、 ソ ー ス ／ ド レ
イ ン 領 域 と し て 機 能 す る ｐ 型 不 純 物 を 含 む Ｓ ｉ 結 晶 膜 ３ ｂ と 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ３ ｂ の 上 に 位 置
す る ｐ 型 不 純 物 を 含 む Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ３ ａ が 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 Ｓ ｉ Ｇ ｅ の 結 晶 膜 ４
ａ の 上 に は 、 ゲ ー ト 絶 縁 膜 ５ を 介 し て ゲ ー ト 電 極 ６ が 形 成 さ れ て い る 。 な お 、 ｎ 型 不 純 物
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を 含 む Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ４ ａ は 極 薄 膜 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
前 述 の Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ３ ａ 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ３ ｂ 、 Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ４ ａ 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ ｂ 、 ゲ
ー ト 絶 縁 膜 ５ お よ び ゲ ー ト 電 極 ６ に よ り 、 ｐ チ ャ ネ ル ト ラ ン ジ ス タ ７ が 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
す な わ ち 、 本 実 施 の 形 態 の 半 導 体 装 置 は 、 実 施 の 形 態 ２ の 半 導 体 装 置 と 比 較 し た 場 合 に 、
ｎ 型 と ｐ 型 と が 逆 に な っ て い る こ と 以 外 相 違 点 は な い 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
上 記 本 実 施 の 形 態 の 半 導 体 装 置 に よ れ ば 、 実 施 の 形 態 ２ に 記 載 の 半 導 体 装 置 と 同 様 に 、 チ
ャ ネ ル 領 域 の 表 面 に は 、 自 然 酸 化 さ れ に く い Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ４ ａ が 用 い ら れ て い る 。 し た
が っ て 、 実 施 の 形 態 ２ の 半 導 体 装 置 と 同 様 に 、 ト ラ ン ジ ス タ は 、 所 望 の ド レ イ ン 電 流 を 得
る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
ま た 、 上 記 本 実 施 の 形 態 の 半 導 体 装 置 は 、 実 施 の 形 態 ２ の 半 導 体 装 置 と 同 様 に 、 チ ャ ネ ル
領 域 に は 、 格 子 歪 み の あ る Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ ｂ が 形 成 さ れ て い る 。 そ の た め 、 チ ャ ネ ル 領 域 を
流 れ る 電 子 の 移 動 度 を 低 下 さ せ る こ と な く 、 所 望 の ド レ イ ン 電 流 を 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
さ ら に 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ ｂ の 表 面 に 設 け ら れ て い る の は 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ４ ｂ に 格 子 歪 が 生 じ さ
せ る Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ４ ａ で あ る た め 、 電 子 の 移 動 度 を 低 下 さ せ る お そ れ が 低 い 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
ま た 、 本 実 施 の 形 態 の 半 導 体 装 置 は 、 実 施 の 形 態 ２ の 半 導 体 装 置 と 同 様 に 、 ソ ー ス ／ ド レ
イ ン 領 域 の 表 面 に 自 然 酸 化 さ れ に く い Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ３ ａ が 用 い ら れ て い る 。 そ の た め 、
ソ ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 の 表 面 に 自 然 酸 化 膜 を 形 成 す る こ と な く 、 ソ ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 表
面 に 直 接 導 電 性 部 材 を 接 続 す る こ と が で き る 。 そ の 結 果 、 ソ ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 と ソ ー ス
／ ド レ イ ン 領 域 に 接 続 さ れ た 導 電 性 部 材 と の 間 で の コ ン タ ク ト 抵 抗 の 増 加 を 抑 制 す る こ と
が で き る 。 し た が っ て 、 ト ラ ン ジ ス タ の 動 作 速 度 の 低 下 が 抑 制 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
ま た 、 Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ３ ａ の 比 抵 抗 は Ｓ ｉ 結 晶 膜 ３ ｂ に 比 べ 桁 違 い に 低 い 。 そ の た め 、 ソ
ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 の 抵 抗 を 十 分 に 低 下 さ せ る こ と が で き る 。 し た が っ て 、 ト ラ ン ジ ス タ
の 動 作 の 高 速 化 を 促 進 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
さ ら に 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ３ ｂ の 表 面 に 設 け ら れ て い る の は 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ３ ｂ に 格 子 歪 が 生 じ さ
せ る Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ３ ａ で あ る た め 、 電 子 の 移 動 度 を 低 下 さ せ る お そ れ が 低 い 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
（ 実 施 の 形 態 ５ ）
本 実 施 の 形 態 の 半 導 体 装 置 の 構 造 は 、 図 １ ～ 図 ４ を 用 い て 説 明 し た 実 施 の 形 態 １ ～ ４ の い
ず れ か に 記 載 の 半 導 体 装 置 の 構 造 と 同 様 で あ る 。 し か し な が ら 、 実 施 の 形 態 １ ～ ４ の 半 導
体 装 置 の 構 造 に お い て は 、 ゲ ー ト 絶 縁 膜 は 単 に 誘 電 体 膜 で あ る も の と し て 述 べ ら れ て い る
が 、 本 実 施 の 形 態 の 半 導 体 装 置 に お い て は 、 絶 縁 膜 を 高 誘 電 体 膜 で あ る Ａ ｌ ２ Ｏ ３ 膜 ま た
は Ｈ ｆ Ｏ ２ 膜 を 用 い る 。 そ の 結 果 、 本 実 施 の 形 態 の 半 導 体 装 置 に よ れ ば 、 自 然 酸 化 に よ る
性 能 の 低 下 が 著 し い 高 誘 電 体 膜 の 自 然 酸 化 を 抑 制 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
な お 、 上 述 の 実 施 の 形 態 １ ～ ４ の 半 導 体 装 置 に お い て は 、 本 発 明 の 、 半 導 体 基 板 内 に 形 成
さ れ 電 子 が 流 れ る 導 電 性 部 と し て 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 ３ ｂ ， ４ ｂ が 用 い ら れ て い る 。 ま た 、 本 発
明 の 、 導 電 性 部 の 下 面 に 接 す る こ と に よ り 、 導 電 性 部 を 構 成 す る 半 導 体 に 格 子 歪 を 生 じ さ
せ て 、 該 導 電 性 部 を 流 れ る 電 子 の 移 動 度 を 向 上 さ せ る 移 動 度 向 上 部 と し て 、 Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶
膜 基 板 ２ が 用 い ら れ て い る 。 ま た 、 半 導 体 基 板 の 表 面 を 構 成 し な が ら 導 電 性 部 の 上 面 を 覆
う こ と に よ り 、 導 電 性 領 域 が 自 然 酸 化 さ れ る こ と を 抑 制 す る 機 能 を 有 す る 酸 化 抑 制 部 と し
て 、 Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ３ ａ ， ４ ａ が 用 い ら れ て い る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
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上 記 の 構 成 に よ れ ば 、 半 導 体 基 板 の 表 面 層 が 自 然 酸 化 さ れ に く い 酸 化 抑 制 部 に よ り 構 成 さ
れ て い る た め 、 半 導 体 基 板 の 表 面 層 が 自 然 酸 化 さ れ る こ と に 起 因 し て 生 じ る 問 題 が 解 消 さ
れ る 。 ま た 、 移 動 度 向 上 部 の 影 響 に よ り 格 子 歪 が 生 じ て い る 導 電 部 を 電 子 が 移 動 す る た め
、 電 子 の 移 動 度 が 向 上 す る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
ま た 、 酸 化 抑 制 部 と し て の Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ３ ａ ， ４ ａ は 、 導 電 性 部 と し て の Ｓ ｉ 結 晶 膜 ３
ｂ ， ４ ｂ を 流 れ る 電 子 の 移 動 度 を 向 上 さ せ る 機 能 を 有 し て い る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
上 記 の 構 成 に よ れ ば 、 導 電 部 で の 電 子 の 移 動 度 が さ ら に 向 上 す る 。
さ ら に 、 酸 化 抑 制 部 と し て の Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 ３ ａ ， ４ ａ と 移 動 度 向 上 部 と し て の Ｓ ｉ Ｇ ｅ
結 晶 膜 基 板 ２ と は 同 じ 組 成 の 物 質 に よ り 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ６ １ 】
上 記 の 構 成 に よ れ ば 、 酸 化 抑 制 部 に も 導 電 部 に 格 子 歪 を 生 じ さ せ る 機 能 が 備 え ら れ て い る
た め 、 電 子 の 移 動 度 を 低 下 さ せ る お そ れ が 低 い 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
ま た 、 実 施 の 形 態 １ ～ ４ の 半 導 体 装 置 で は 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 を 上 下 か ら 挟 む 膜 と し て 、 Ｓ ｉ Ｇ
ｅ 結 晶 膜 を 用 い た が 、 Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 の 代 わ り に 、 Ｓ ｉ Ｇ ｅ Ｃ 結 晶 膜 を 用 い て も 、 実 施 の
形 態 １ ～ ４ の 半 導 体 装 置 と 同 様 の 効 果 を 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
ま た 、 今 回 開 示 さ れ た 実 施 の 形 態 は す べ て の 点 で 例 示 で あ っ て 制 限 的 な も の で は な い と 考
え ら れ る べ き で あ る 。 本 発 明 の 範 囲 は 上 記 し た 説 明 で は な く 特 許 請 求 の 範 囲 に よ っ て 示 さ
れ 、 特 許 請 求 の 範 囲 と 均 等 の 意 味 お よ び 範 囲 内 で の す べ て の 変 更 が 含 ま れ る こ と が 意 図 さ
れ る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
【 発 明 の 効 果 】
本 発 明 の 一 の 局 面 の 半 導 体 装 置 に よ れ ば 、 半 導 体 基 板 の 表 面 層 が 自 然 酸 化 さ れ に く い 酸 化
抑 制 部 に よ り 構 成 さ れ て い る た め 、 半 導 体 基 板 の 表 面 層 が 自 然 酸 化 さ れ る こ と に 起 因 し て
生 じ る 問 題 が 解 消 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
本 発 明 の 他 の 局 面 の 半 導 体 装 置 に よ れ ば 、 Ｓ ｉ 結 晶 膜 の 表 面 の 自 然 酸 化 に 起 因 し た Ｓ ｉ 結
晶 膜 で の 導 電 性 の 低 下 に 起 因 す る 問 題 が 解 消 さ れ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 １ の 半 導 体 装 置 の 断 面 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 ２ の 半 導 体 装 置 の 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 ３ の 半 導 体 装 置 の 断 面 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 ４ の 半 導 体 装 置 の 断 面 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 従 来 の 半 導 体 装 置 の 断 面 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
１ 　 半 導 体 基 板 、 ２ 　 Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 基 板 、 ３ ａ 　 Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 、 ３ ｂ 　 Ｓ ｉ 結 晶 膜 、
４ ａ 　 Ｓ ｉ Ｇ ｅ 結 晶 膜 、 ４ ｂ 　 Ｓ ｉ 結 晶 膜 、 ５ 　 ゲ ー ト 絶 縁 膜 、 ６ 　 ゲ ー ト 電 極 、 ７ 　 ト
ラ ン ジ ス タ 。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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